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1. Опис навчальної дисципліни 

__Електроніка і мікросхемотехніка________________  
                                                                                (назва) 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Освітній ступінь Бакалавр___________  
          ( назва) 

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»____________________ 
          (шифр і назв 

Освітня програма 

 
___ Біомедична інженерія ______ ____________ 
           (назва) 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова  

Загальна кількість годин  _____180____ 

Кількість кредитів ECTS  ____6______ 

Кількість змістових модулів ___2_______ 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

______________________ 
(назва) 

Форма контролю Екзамен  

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки _____2____ ________ 

Семестр _____3____ ________ 

Лекційні заняття      ___30_____год. ________год. 

Практичні, семінарські заняття      ___15____ год. ________год. 

Лабораторні заняття        __30_____год. ________год. 

Самостійна робота        __105____год. ________год. 

Індивідуальні завдання        _______год. ________год. 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

 

 

____5_____год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів на основі 

системного підходу особистісного світогляду, який дозволяє вільно 

орієнтуватись у теоретичних і практичних питаннях будови, принципів 

роботи і застосування основних сучасних напівпровідникових приладів, 

їхніх корпусних та інтегральних виконань, що застосовуються в 

біомедичному обладненні. 

Завданнями вивчення дисципліни є формування знань про  

основні  фізичні процеси в  напівпровідниках та принципи будови і 

роботи основних пристроїв електротехнічної та біомедичної 

електроніки, освоєння методів розрахунку типових електронних 

пристроїв, набуття  практичних умінь щодо застосування електронних 

засобів, що використовуються в медицині та біології. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 знати:  

- сучасні напрямки розвитку електроніки; 

- властивості напівпровідників, особливості роботи p-n-переходу,  будову і 

параметри напівпровідникових приладів;  

- призначення, принцип дії, будову, методи досліджень характеристик 

основних електротехнічних електронних пристроїв (підсилювачів, 

генераторів, випрямлячів, фільтрів, перетворювачів,  регуляторів); 
- принципи розрахунку параметрів основних електронних схем;  

– схеми та принцип дії цифрових логічних пристроїв. 
 вміти:   

- читати схеми електронних пристроїв, визначати параметри їх компонентів, 

підбирати компоненти за довідниками;  

- фахово проводити вибір стандартної електронної апаратури в залежності 

від конкретних електротехнічних і біоінженерних задач; 

- досліджувати електронні пристрої (вимірювати їх технічні 

характеристики); 
 --забезпечувати обслуговування і діагностику електронної апаратури.  

 

Набуття компетентностей:  

інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у біомедичній інженерії або у 

процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

хімічної, біологічної та медичної інженерії, і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов;  

фахові (спеціальні) компетентності (ФК): ФК 4. Здатність 

забезпечувати технічні та функціональні характеристики систем і засобів, 

що використовуються в медицині та біології (при профілактиці, діагностиці, 

лікуванні та реабілітації). 
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ФК 6. Здатність ефективно використовувати інструменти та методи для 

аналізу, проектування, розрахунку та випробувань при розробці 

біомедичних продуктів і послуг.  

ФК 7. Здатність планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, 

експлуатувати, підтримувати, технічно обслуговувати, контролювати і 

координувати ремонт приладів, обладнання та системи для профілактики, 

діагностики, лікування і реабілітації, що використовується в лікарнях і 

науково-дослідних інститутах. 

Програмні результати навчання (ПРН): ПРН 1. Застосовувати 

знання основ математики, фізики та біофізики, біоінженерії, хімії, 

інженерної графіки, механіки, опору та міцності матеріалів, властивості 

газів і рідин, електроніки, інформатики, отримання та аналізу сигналів і 

зображень, автоматичного управління, системного аналізу та методів 

прийняття рішень на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної 

інженерії. 

ПРН 10. Вміти планувати, організовувати, направляти і контролювати 

медико-технічні та біоінженерні системи і процеси. 

ПРН 12. Надавати рекомендації щодо вибору обладнання для забезпечення 

проведення діагностики та лікування. 

ПРН 18. Застосовувати знання з хімії та біоінженерії для створення, синтезу 

та застосування штучних біотехнічних та біологічних об’єктів. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

тиж

ні 

усьо

го 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб і

н

д 

с.р. л п ла

б 

ін

д 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9      

Змістовий модуль 1. Елементна база електроніки 

Тема 1. Вступ.  1 4 2  2         

Тема 2. 
Напівпровідникові 

діоди  

2 16 2 2 2  10       

Тема 3. Транзистори 3 16 2 2 2  10       

Тема 4. IGBТ- 

транзистори  

4 14 2  2  10       

Тема 5. Польові 

транзистори 

5 14 2  2  10       

Тема 6. Тиристори 6 16 2 2 2  10       

Разом за модулем 1 6 80 12 6 12  50       
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Змістовий модуль 2. Електронні пристрої 

Тема 7. Підсилювачі  7 11 2 2 2  5       

Тема 8. Підсилювачі 

на БТ 

8 18 2 4 2  10       

Тема 9. Підсилювачі 

ПС 

9 9 2  2  5       

Тема 10. Генератори 10 9 2  2  5       

Тема 11.  Імпульсні 

генератори 

11 9 2  2  5       

Тема 12 Цифрові 

логічні прилади 

12 12 2 3 2  5       

Тема 13.Шифратори, 

дешифратори 

13 9 2  2  5       

Тема 14. 
Мікропроцесори  

14 9 2  2  5       

Тема 15. Електронна 

медична апаратура 

15 14 2  2  10       

Разом за модулем 2  100 18 9 18  55       

Усього годин   180 30 15 30  105       

 

4. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Вивчення програми ELECTRONICS WORKBENCH 

(ЕW) 

2 

2.  Вимірювання електричних величин за допомогою 

осцилографа 

2 

3.  Моделювання характеристик напівпровідникових діодів 

у середовищі ЕW 

2 

4.  Вимірювання та аналіз характеристик керованого 

тиристора та моделювання роботи в середовищі ЕW 

2 

5.  Дослідження біполярних і польових транзисторів 2 

6.  Моделювання характеристик транзисторів у середовищі 

ЕW 

2 

7.  Моделювання характеристик стабілітронів у середовищі 

ЕW 

2 

8.  Дослідження однофазних некерованих випрямлячів і 

згладжуючих фільтрів 

2 

9.  Моделювання характеристик випрямлячів і 

згладжуючих фільтрів у середовищі ЕW 

2 

10.  Дослідження підсилювального каскаду на біполярному 

транзисторі 

2 

11.  Моделювання характеристик підсилювача на БП 

транзисторі у середовищі ЕW 

2 
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12.  Вивчення і аналіз роботи логічних елементів 2 

13.  Вивчення роботи тригера і лічильника  2 

14.  Вивчення роботи шифратора і дешифратора 2 

15.  Вивчення одноплатного комп'ютера RASPBERRY  2 

Всього 30 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Розрахунок та дослідження схем подільників постійної 

та змінної напруги 

2 

2.  Дослідження впливу параметрів елементів подільника 

напруги на коефіцієнт передачі за напругою 

2 

3.  Розрахунок основних параметрів та вибір елементів 

некерованого випрямляча 

2 

4.  Розробка схеми та моделювання характеристик 

випрямляча зі згладжуючим фільтром 

3 

5.  Розрахунок параметрів елементів схеми  підсилювача 

низької частоти на транзисторі 

2 

6.  Розробка схеми транзисторного підсилюючого каскаду 

зі спільним емітером та визначення характеристик 

підсилювача 

4 

Всього  15 

 

 

6. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами 

 

Варіант  №1 

 

1. Режими роботи  силових напівпровідникових приладів: 

1- Імпульсні комутатори;  2 - Підсилювачі постійного струму; 3 - 

Підсилювачі змінного струму; 

4 -  Всі вище перераховані. 

 

2. Перший  закон комутації: 

1 - Напруга на індуктивному елементі і його струм  не можуть змінюватись 

стрибкоподібно; 

2 - Струм  в індуктивному елементі   не може змінюватись стрибкоподібно; 

3 - Напруга на індуктивному елементі і  струм в ньому  можуть змінюватись 

стрибкоподібно; 

4 - Напруга на  індуктивному елементі  не може змінюватись 

стрибкоподібно. 
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3. Струм бази біполярного транзистора, що включений по схемі СЕ, 

дорівнює 1 мА.  Який буде струм колектора, якщо  коефіцієнт 

підсилення транзистора по струму дорівнює   h21=100 ? 

1 – 10 мА;  2 – 20  мА;  3 – 100 мА;  4 – 50 мА. 

  

4. Максимальний  допустимий струм Ікмах   біполярного транзистора: 

1. Це струм, при якому починається електричний пробій  p-n – переходу  

база-емітер 

2. Струм,  при якому починається тепловий пробій емітерного   p-n – 

перехіду 

3. Стум, при якому  температура  корпусу ще не перевищує максимальну 

робочу температуру, що вказана в ТУ 

4. Струм, при якому транзистор виходить зі строю 

 

5. Який з трифазних споживачів, що наведено на рис. 1,    є  

симетричним за умови, що RA=RB=RC= R; CA=CB=CC=C;    R=XL=XC  ? 

        1 – б;     2 – а;     3 – а  та б;      4 – жоден 

 

6. Робоча точка  транзисторного підсилювача (схема  СЕ) – це: 

1 - одна з точок на прямої навантаження; 

2 - точка на кривої вихідної вольт амперної характеристики; 

3 - точка на вхідної характеристиці транзистора; 

4 - точка на пересіченні прямої лінії навантаження і  однієї  з  ліній вихідної 

вольт- амперної характеристики. 

 

7. При обертанні  рамки довжиною  l   зі швидкістю V в постійному 

однорідному магнітному полі з індукцією  B  вираз для  ЕРС   е  рамки:  

(де   I – струм рамки,   - кут між векторами  ViВ


    ) : 

1 -    е=BIlcos ;   2 - e = BVlsin;     3 -  e = BVl;      4 - e = ІVsin .  

 
8. Другий закон комутації: 

     1 - Напруга на індуктивному елементі і його струм  не можуть 

змінюватись стрибкоподібно;  2 - Напруга на ємнісному  елементі   не може 

змінюватись стрибкоподібно;  3 - Напруга на індуктивному елементі і  струм 

в ньому  можуть змінюватись стрибкоподібно;  4 - Напруга на  індуктивному 

елементі  не може змінюватись стрибкоподібно. 

 

9. Якщо в колі, зображеному на рисунку, L1=L2=L3=L4 =L, чому буде  

дорівнювати  LE   ?                 

 

 

 

 

 

LЕ 

L2 

L1 

L4 

L3 
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1 – 4L;     2 – 2L;     3 – L;      4 – L/2 

10.  Тиристор – це : 

1 - Обернений діод;  2 - Напівпровідниковий прилад  з трьома і більше   p-n-

переходами, вольт-амперна характеристика якого має  ділянку з негативним 

диференціальним опором;  

3 - Тунельний діод;   4 - Одноперехідний транзистор 

 

11. При замиканні ключа перехідний процес у колі  рис. 1, де R=100 Ом,        

      С= 40 мкФ    і  E=10 В, практично закінчується за час: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

1 – 5 мс;             2  - 8 мс;      3 – 12 мс;            4 – 15 мс 

 

12.  Графічне зображення якого логічного елемента наведено на рис. 1.? 

                                                                                 

 

 

 

1 - І-НІ;       2 - АБО-НІ ;    3 - Виключене  АБО;        4 - Виключене АБО-НІ 

 
13. У яких одиницях вимірюється магнітний потік?    

1 – генри;      2 –вебер;      3 – ватт;      4 – ампер 

 

14.    При замиканні ключа у час t=0 у колі   рис. 1 , де      

)45sin(2100)(  tte   В,  10R  Ом, 10LX  Ом і 314  с     значення 

струму  при  t >  3  буде: 
 

 

 

 

 

 

 

1 – 10 А;       2 – 5А;     3 – 20 А;        4 – 5А 

 

15. Який напівпровідник називають  «дірковим» або   «напівпровідник з 

дірковою провідністю» ? 

Рис.1 

=1 

Рис.1 

Рис.1 
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1- напівпровідник, струм в якому створюється шляхом  заповнення 

електронами зовнішньої орбіти атомів кристалічної решітки, в яких не 

вистачає одного електрона ; 

2 – напівпровідник, струм в якому створюється переміщенням свобідних 

електронів між атомами кристалічної решітки; 

3 - напівпровідник, струм в якому створюється шляхом переміщення ионів; 

4 – напівпровідник, струм в якому створюється  позитивними зарядами. 

 

16. Правильний спосіб  включення тринистора: 

 
1 – а;   2 –б;     3 – с ;       4 -  а   і   с . 

 

17.    ШІМ – модуляція – це: 

1 - зміна амплітуди  імпульсів генератора  прямокутних імпульсів під 

впливом управляючої  напруги;   2 - зміна фази імпульсів генератора  

високовольтних імпульсів під впливом управляючої напруги;   3 - зміна 

тривалості  прямокутних імпульсів на виході генератора  під впливом 

управляючої напруги;   4 - зміна частоти  генератора  тактових імпульсів. 

 

18. Матеріал  ізоляції затвора польового транзистора від підкладки: 

1- лакофарбова    ізоляція;    2 - полімерна плівка;  3 - двоокис  кремнію;  4 - 

полімерна плівка. 

 

19. Основний параметр польового транзистора, що характеризує 

підсилювальні властивості: 

1 - напруга істок-сток  Uіс ;     2 - крутизна характеристики   S;     3 - вхідний 

опір   RВХ ;     

4 - коефіцієнт  підсилення по струму   . 

 

20. Диференціальний підсилювач на польових транзисторах підсилює: 

1 - різницю вхідних струмів  Івх1 – Івх2;     2 - різницю вхідних напруг   Uвх1  - 

Uвх2; 

3 - суму вхідних струмів   Івх1+Івх2;    4- суму вхідних напруг   Uвх1 + Uвх2 

 

21. Може  польовий транзистор працювати при знакозмінній напрузі на 

витоці? 

Rогр 

R2 

R1 

Д1 

Rн 

Rу 

Д1 

Rн 

Д1 

Rн 

с б а 
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1 – так;      2 - ні, напруга повинна бути одно полярною;    3 - тільки при 

імпульсної напрузі  з постійною складовою позитивної полярності;  4 - 

тільки при негативних імпульсах на витоці. 

 

22. Як називається схема зі спільним стоком: 

1 - Емітерний повторювач;  2 - Стоковий  повторювач;  3 - Стоковий 

підсилювач; 

4 - Підсилювач струму. 

 

23. Принцип роботи керованого випрямляча з ШІМ – модулятором   

1 - зміна  величини постійної складової  вихідної напруги в залежності  від 

тривалості імпульсу генератора;  2 - зміна фази  імпульсів  синусоїдних 

імпульсів після вхідного високовольтного  випрямляча;   3- зміна параметрів 

вихідного трансформатора; 

4 - зміна фази вихідних імпульсів. 

 

24. Чому дорівнює коефіцієнт пульсацій  КП  випрямляча , графік 

вихідної напруги якого наведено на  рис. 1,  якщо  середня напруга U0 = 

20 В;    U=2 В;  f=400 Гц 

 
1 – 20% ;      2 – 5%;     3- 10%;       4 – 0,5% 

 

25. Диференціальний підсилювач на біполярних транзисторах підсилює: 

1 - cуму вхідних напруг   Uвх1 + Uвх2;    2 - cуму вхідних напруг   Uвх1 + 

Uвх2;    

3 - різницю вхідних струмів  І=КП(Івх1 – Івх2);   4 -  суму струмів кожного 

входу             Івих= КП(Івх1+Івх2). 

 

26. Полевой транзистор – це напівпровідниковий опір, величина якого 

залежить від: 

1- від струму стоку;  2 - від стуму затвора;   3 - від величини напруги затвор-

сток;  

4 - від напруги затвор- витік. 

 

27. Струм бази биполярного транзистора, що включений по схемі СЕ, 

дорівнює 0,5 мА.  Який буде струм колектора, якщо  коефіцієнт 

підсилення транзистора по струму дорівнює   h21=100 ? 

1 – 10 мА;   2 – 20 мА;     3 – 100 мА;     4 – 50 мА 

 

Uвих 

t, мкс  


U

 

U
0
 

0 1 2 6 3 4 5 

Рис.1. 
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28. Робоча точка  транзисторного підсилювача - це 

1 - одна з точок на прямої навантаження;    2 - точка на кривої вихідної вольт 

амперної характеристики;   3 - точка на вхідної характеристиці транзистора;   

4 - точка на пересіченні прямої лінії навантаження і  однієї  з  ліній вихідної 

вольт- амперної характеристики. 

 

29. При якій напрузі включиться  тринистор, якщо в схемі рис. 1:  

ЕК=44В; ІУ=0,1 мА;  характеристика навантаження зображена на рис.2  

(RН=22 кОм)  ? 

 

 
1 – 0 В;       2 – 20 В;    3 – 45 В;    4 – 160 В. 

 

30. Якої величини буде струм  ІК,  якщо в схемі рис. 1 ЕК=160 В;   Іб=0,5 

мА;  характеристика навантаження зображена на рис.2  (RК=2 кОм) ? 

 

 
 

1 – 20 мА;    2 – 40 мА;    3 – 60 мА;      4 – 9 мА. 

 

 

7. Методи навчання 

При  вивченні  дисципліни   «Електроніка   та   мікросхемотехніка» 

використовуються лекційні і лабораторні види аудиторних занять, 

Рис.1 

ЕК 

Rб 

RК 

VT1 

Іб 

ІК 

IК, мА 

100 

UK, В 

Iб =2,5 мА 

2,0 

1,5 

0,5 

1,0 

80 

60 

0 

40 

20 

200 160 120 80 40 

UК 

КТ605А 

Рис.2 

1,5 
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І, А 

0 
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Іу 

Іу 
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0,3 А 

Рис.1 Рис.2 
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самостійна робота студентів, контрольні індивідуальні завдання для 

окремих студентів, виходячи з особистісних характеристик. 

 

8. Форми контролю 

Поточний контроль знань студентів здійснюється регулярно на 

лекційних і лабораторних заняттях шляхом їх опитування з пройденого 

матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля 1 - результати 

виконання лабораторних робіт і модульних завдань. Змістовий модуль 2 

оцінюється за результатами виконання лабораторних робіт і модульних 

завдань. 

Підсумковий контроль знань здійснюється на екзамені. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про 

екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 

27.12.2019 р. № 1371). 

 

Рейтинг студента, 

бали 

 

Оцінка національна за результати 

складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації Rат (до 30 балів) додається 

до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис = 

Rнр + Rат. 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Електронні  навчальні  курси з дисципліни: 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3966 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=26522.  

2.Конспект лекцій з дисципліни. 

3. Презентаційні матеріали до курсу лекцій. 

4. Гладкий А.М., Удовенко О.О. Основи електроніки та  мікропроцесорної 

техніки. Лабораторний практикум. - К: Видавничий центр НУБіП, 2019.-128с. 

5. Опис лабораторних робіт з виконанням набірного поля «Електроніка». – Ж: 

Житомирське ПАТ «Електровимірювач», 2021.- 63 с. 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3966
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2652
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11. Рекомендована література 

 
Основна 

 

1. Гамола О.Є., Коруд В.І., Стахів П.Г. Основи електроніки з елементами 

мікроелектроніки. Навчальний посібник. -Київ: Магнолія, 2021.-225с. 

2. Островерхов М. Я., Сенько В. І.,. Чибеліс В. І. Електроніка і 

мікросхемотехніка. Практикум. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.-

223 с.  

3. Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: підручник / Квітка С.О. 

– Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 223 с. 

 
Допоміжна 

1. В.Й. Котовський, Т. В. Семікіна, Н. В. Слободян, А.В. Немировський 

В.А. Клименко. Основи електроніки. Лабораторний практикум. – Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 84 с. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної 

роботи з дисципліни " Електроніка та мікросхемотехніка " / 

Безкровний М.Ф., Трегуб М.І. Біла Церква: БНАУ, 2022. - 40 с. 

3. Електротехніка та основи електроніки: підручник / А. М. Гуржій, С. К. 

Мещанінов, А. Т. Нельга, В. М. Співак. – Київ : Літера ЛТД, 2020.- 288 

с. 

4. Войцицький А.П., Шубенко В.О., Войцицький М.А. Електроніка і 

мікросхемотехніка: підручник: / Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – 

312с. 

5. М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, 

А.А. Руденський, А.А. Заверткін. Технічні засоби автоматизації 

(Частина 1, Частина 2).   ̶ Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.   ̶

567 с. (Ч.1), 418 с. (Ч.2).   

6. Богомолов М.Ф. та ін. Лабораторна аналітична техніка: Конспект 

лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 163 «Біомедична 

інженерія»: навч. посіб. / М.Ф. Богомолов, В.В. Шликов - Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. - 69 с.  

7. Електроніка і мікропроцесорна техніка / В. І. Сенько , В. П. Лисенко, О. 

М. Юрченко, В. Є. Лукін, А. А. Руденський. – К.: «Агроосвіта», 2015. – 

676 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Моделювання і аналіз схем в Electronics Workbench 

[Електронний документ]. Режим доступу 

https://vseosvita.ua/library/embed/000erv-b6f5.doc.html 

2. Відеоматеріали. Simulink. Початок роботи / 

https://www.youtube.com/watch?v=_gDsghQ-Y1s 

http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7295
http://www.tsatu.edu.ua/etem/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7295
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3. Відеоматеріали. Моделювання часових і частотних характеристик в 

середовищі Simulink / https://www.youtube.com/watch?v=9w4_k3RxfPA 
 

 

Лектор курсу                        Гладкий А.М.  
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